





Eksperimental kuzatuvlarga ko‘ra, hosil bo‘ladigan qattiq fazada tarkib doimiy bo‘lib qoladi va
(Gez)1-x—y(GaAs),(ZnSe), qattiq qorishma uchun x=0.95 va y=0.03 giymatlarda barqarorlashadi [3]. Bu
holat qattiq qorishma tarkibining suyuq fazadagi boshlang‘ich konsentratsiyadan sezilarli darajada farq qi-
lishini ko‘rsatadi va kristallanish jarayonida selektiv ajralish (segregatsiya) hodisasi mavjudligini bildiradi.

Suyuq faza va qattiq faza orasidagi tagsimlanish koeffitsiyentlari (segregatsiyva koeffitsientlari) bir-
likdan sezilarli farq giladi. Bu esa kristall o°sishi davomida komponentlarning gattiq fazaga kirish ehtimo-
lini cheklaydi va natijada qattiq qorishmada GaAs va ZnSe komponentlari fagat juda kichik ulushlarda
saqlanadi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Suyuq fazali epitaksiya (SFE) usuli yordamida qalay (Sn) asosidagi chek-
langan eritma-suyuqlanmadan GaAs(100) taglik yuzasida (Gez)1-x—,(GaAs),(ZnSe), tarkibli gattiq
gorishmaning epitaksial qatlamlari sintez gilindi. Epitaksial gatlamlami o°stirish jarayoni kristallanish-ning
boshlanish harorati T,c = 750°Cda dasturiy boshqariladigan majburiy sovitish rejimida amalga oshiril-di.

Tajribalarda kristallografik yo‘nalishi (100) bo‘lgan, p-tip (p =5%10'® sm™) va n-tip (n=3x10"" sm™?)
elektr o‘tkazuvchanlikka ega, diametri 20 mm hamda qalinligi 380—400 mkm bo‘lgan galliy arsenid (GaAs)
monokristall tagliklaridan foydalanildi.

Tagiqlangan energetik zona kengligi gradientiga ega(Ge,)1—_,—y (GaAs),(ZnSe), qattiq qorishma-
sining epitaksial qatlamlarini ostirish uchun EPOS tipidagi epitaksial qurilmadan foydalanildi [5].

Eritma-suyuglanma tarkibini optimallashtirish magsadida Ge, GaAs va ZnSe komponentlarining
qalaydagi (Sn) eruvchanligi 800-550°C harorat oralig‘ida eksperimental ravishda tadqiq qilindi. Bunda
galliy arsenid va rux selenid namunalarining suyuq qalayda eritma to‘yingan holatga yetguniga qadar ush-
lab turilishi hamda ularning massa yo‘qotish qiymatlarini aniglash usulidan foydalanildi. Shu bilan birga,
GaAs komponentining ZnSening galaydagi eruvchanligiga ko‘rsatadigan o‘zaro ta’siri ham hisobga olindi.

Sn—-Ge—GaAs—ZnSe tizimiga mansub eritma—suyuglanmaning boshlang‘ich tarkibi adabiyotlarda
keltirilgan ma’lumotlar hamda dastlabki eksperimental tadqiqotlar natijalari asosida, tizimni tashkil etuvchi
ikkilik komponentlarning fazaviy muvozanati va eruvchanlik xususiyatlari inobatga olingan holda hisoblab
chiqildi [6].

Nazariy va eksperimental qism. Yarimo‘tkazgich materiallar va ular asosida strukturalar olish,
ulaming priborsozlikda barqaror va uzoq muddatli ishlashida muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun ush-
bu bo'limda (Gez)1-_,—, (GaAs),(ZnSe),, Sii«Gex qattiq qorishmalarini suyuq fazadagi, gattiq va suyuq
fazalardagi muvozanatli holatdagi, qattiq fazadagi termodinamik parametrlarini aniglash ma'lumotlarini
keltiramiz.

Agar 5 (A,B,C,D.E) komponentali (Ge;)1-_,—,(GaAs),(ZnSe),qattiq qorishma uchun suyuq fa-
zadagi komponentlaming faollik koeffitsiventlari tenglamasini yozsak, quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi [7]:

RTIny} = a},(xj)z + aﬁ,B(x,lg)z + aflc(xé)z + alp (x},)z + ajE(x,l:-)z + (a}, +alp — a,lg)xjx,lg
+ (af, + aflc - aé)xjxé + (af, + afw - a[l,)xjx[l, + (af, + af,E - a,l:-)xjxé;

RTInyk = a} (x,lg)z +alp (x},)z + aéc(xé)z + akp (x[l,)z + a}BE(x,l:-)z + (a}g +alp — afl)xjx,lg
+ (a,lg + a,lgc - aé)x};xé + (a}g + a,lgD - a},)x};x}, + (a,lg + a}BE - aé—)x};x};;

RTlnyé = alc(xé)z + aflc(xj)z + a,lgc(x,lg)z + aéD(xf,)z + alCE(x,l:-)z + (aé + aflc - afl)xjxé
+ (aé + a,lgc — a,lg)x,lgxé + (aé + aéD — a},)xéx[l, + (aé + alCE — aé—)xéxé;

RTIny} = a, (x[l,)z + afw(xj)z + akp (x,lg)z + alCD(xé)z + a},E(x,l:-)z + (a}, +ak, — aj)x},x},
+ (a}, + a,lgD - a};)x};x[l, + (a}, + aéD - aé)xéx}, + (a}, + a},E - a,l:-)xf,x,l;;

RTlny,i— = a,l:-(x,l:-)z + aiE(xj)z + a}gE(x,lg)z + alCE(xé)z + a},E(x[l,)z + (a,l:- + af,E — afl)xjxé
+ (a,l:- + a}BE — a};)x};x}; + (a,l:- + aéE — alc)xéx,l:- + (a,l:- + a},E — a},)x[l,x,l:-;

bu yerda: T-harorat, ak- atomlaming o°zaro ta’sir parametrlari, x-konsentratsiya, y- aktivlik koef-
fitsiyenti, R- universial gaz doiymiysi.

Mazkur umumiy tenglamani yoyilmasini qattiq faza uchun yozsak, psevdokomponentlaming aktiv-
likni aniglovchi tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi:

RTInas; = RTInxy + a1,(1 —x)? + agez(1 —y) + azs(1 —y)(1 —y —2) — aysz(1 — y — 2)
+{[—ac1 — az1x — a7y — a0gz](1 —y — 2) + [~z — 1% — As4¥]2}(1 — X);

RTInas, = RTInxz + a1,(1 —x)? + a3, y(1 —2) —a3sy(1 —y —2) + ays(1 — 2)(1 — y — 2)
+{[—ac2 — azx — azgy — a9sz](1 —y — 2) + [acz + a21% — as542]y}(1 — x);

11











